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❏ GaN-based Schottky Barrier(SB)-MOSFET(세계 최초 발표)
- Source/drain 영역에 이온주입 공정이 필요 없는 Schottky barrier를 이용한 MOSFET 제작
  ⓵ GaN과의 접촉시 Schottky barrier height가 낮게 형성되어 drain 전류 제어가 용이한 그래핀을 

source/drain 전극으로 사용한 SB-MOSFET 제작.
  ⓶ High-k 절연체를 gate 절연체로 적용하여 소자의 성능을 개선함과 동시에 금속-절연체-반도체 사이의 

interface state를 최소화하기 위한 연구 진행.
- Silvaco Atlas TCAD 시뮬레이션을 이용한 trap 분포에 따른 P-GaN SB MOSFET의 출력 특성 분석

<GaN SB MOSFET의 단면도> <Dit 분포에 따른 log(I)-V 특성>

❏ GaN-based UV sensor
- GaN과 같은 질화물 반도체를 기반으로 MSM(metal-semiconductor-metal) 또는 thin insulator층을 삽

입한 MISIM(metal-insulator-semiconductor-insulator-metal) 구조의 UV 센서 제작 및 특성개선
  ⓵ Al2O3, HfO2, ZrO2 등과 같은 high-k dielectric을 반도체와 전극사이에 삽입하여 누설전류를 최소화하

고 UV/가시광 차단비를 높인 UV sensor 제작.
  ⓶ 그래핀을 투명 전극으로 사용하여 광응답도를 개선한 MSM 및 MISIM 구조의 UV 센서 제작.
- Dual-wavelength sensitive AlGaN/GaN UV sensor 
 : AlGaN/GaN의 이종접합 물질을 기반으로 MSM 구조를 이용하여 전압의 가변으로 두 개의 UV 파장 대역

을 감지하는 UV 센서 제작.
- 제작된 센서의 I-V 특성, 광응답도, 노이즈(1/f, G-R) 등을 측정하여 GaN과 절연막 사이의 전류 메커니즘



을 분석하고 성능을 개선.
- 희생 전극을 이용한 MIM (metal-insulator-metal) 구조 제작 및 local breakdown을 이용한 열처리를 통

해 소자 표면 개선

<MSM UV 센서 구조> <MSM UV 센서의 광응답도>

<XPS O1s 스펙트럼> <열처리 전후 O1s 밀도>

❏ GaN-based CAVET 
-  Current Blocking Layer (CBL) 및 Super Junction (SJ)을 이용한 수직형 GaN 전력 소자용 트랜지스터 

Atlas TCAD 시뮬레이션 및 특성 개선
  ⓵ CBL 및 SJ의 도핑 농도 및 구조 최적화를 통해 누설 전류 최소화 및 균일한 e-field 분포 형성. 높은 

항복 전압 및 낮은 온-저항 특성을 구현하여 Baliga’s figure-of-merit(BFOM) 개선.
  ⓶ 단일 SJ과 이중 SJ를 이용한 CAVET의 출력 특성 및 BFOM을 비교하여 전력 소자용 GaN CAVET 구

조 최적화를 위한 연구 진행.

<이중 SJ CAVET 구조 및 1200 V에서의 전기장 분포 곡선>
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